
공개특허 10-2004-0106814

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

H05B 33/22

(11) 공개번호

(43) 공개일자

10-2004-0106814

2004년12월18일

(21) 출원번호 10-2003-0037664

(22) 출원일자 2003년06월11일

(71) 출원인 삼성에스디아이 주식회사

경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 이헌정

경기도안양시만안구안양1동삼성래미안아파트107동504호

박상일

서울특별시양천구신정4동983-12호한솔그린아트빌B동501호

구재본

경기도용인시수지읍풍덕천리풍림아파트105동504호

(74) 대리인 박상수

심사청구 : 있음

(54) 유기 전계 발광 표시 장치

요약

본 발명은 무기 보호막 상에 유기 보호막을 형성한 이중 구조의 보호막을 구비하는 유기 전계 발광 표시 장치에 관한 

것으로, TFT가 형성된 절연 기판과; 상기 절연 기판 상에 형성된 보호막과; 상기 TFT와 콘택된 애노드 전극을 포함

하며, 상기 보호막은 제 1 보호막과 제 2 보호막으로 이루어지는 이중막 구조의 보호막인 유기 전계 발광 표시 장치를

제공하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 3

색인어

유기 전계 발광 표시 장치, 보호막

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 및 도 2는 종래의 유기 전계 발광 표시 장치를 나타내는 단면도.

도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치를 나타내는 단면도.

(도면의 주요 부위에 대한 부호의 설명)
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300; 절연 기판 310; 버퍼층

320; 활성층 321; 소오스 영역

323; 채널 영역 325; 드레인 영역

330; 게이트 절연막 340; 게이트 전극

350; 층간 절연막 351, 355; 콘택 홀

361; 소오스 전극 365; 드레인 전극

370; 보호막 371; 무기 보호막

373; 유기 보호막 375; 비아 홀

380; 애노드 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전계 발광 표시 장치에 관한 것으로, 무기 보호막 상에 유기 보호막을 형성한 이중 구조의 보호막을 

구비하는 유기 전계 발광 표시 장치에 관한 것이다.

이하 첨부된 도면을 참조하여, 종래의 기술에 대하여 설명한다.

도 1은 종래의 무기 보호막을 사용하는 유기 전계 발광 표시 장치를 나타내는 단면도이다.

도 2는 종래의 유기 보호막을 사용하는 유기 전계 발광 표시 장치를 나타내는 단면도이다.

도 1을 참조하면, 버퍼층(110)이 형성된 절연 기판(100) 상에 폴리 실리콘막으로 된 활성층(120)을 형성한다. 상기 

절연 기판(100) 전면에 게이트 절연막(130)과 게이트 메탈을 증착하고, 게이트 메탈을 패터닝하여 게이트 전극(140)

을 형성한다.

그런 다음, 상기 게이트 전극(140)을 마스크로 이용하여 소정의 불순물을 도핑하여, 소오스 영역(121)과 드레인 영역

(125)을 형성한다. 그리고, 상기 활성층(120) 중 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125) 사이의 영역은 채널 영역(123

)으로 작용한다.

그 후, 층간 절연막(150)을 증착하고, 패터닝하여 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125)의 일부를 노출시키는 콘택 

홀(151, 155)을 형성한다. 기판(100)의 전면에 금속층을 5000Å 정도의 두께로 증착한 후, 사진 식각하여 소오스/드

레인 전극(161, 165)과 금속 배선(167)을 형성한다.

상기 소오스/드레인 전극(161, 65) 및 금속 배선(167)을 포함하는 절연 기판(100) 전면에 SiNx, SiO2를 CVD를 이용

하여 6000Å 정도의 두께로 증착하여 무기 보호막(170)을 형성한다.

상기 무기 보호막(170)에 드레인 전극(165)의 일부를 노출시키는 비아 홀(175)을 형성한다. 상기 절연 기판(100)의 

전면에 ITO를 증착한 후, 사진 식각하여 비어 홀(175)을 통해 드레인 전극(165)에 연결되는 애노드(anode) 전극(180

)을 형성한다.

이후에는, 도면상에는 도시하지 않았으나, 유기 발광층과 캐소드 전극을 형성한다.
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상기한 바와 같이, 보호막(170)으로 무기 절연막을 사용하는 경우에, TFT 특성 개선을 위한 열처리 공정시 소오스/

드레인 전극(161, 165) 및 금속 배선(167)의 산화를 방지할 수 있으며, 고온의 열처리가 가능하다.

그러나, 상기 보호막(170)으로 사용되는 무기 절연막인 SiNx, SiO2는 하부 구조에 등각(conformal)하게 형성되므로,

평탄화를 위하여 두껍게 증착하기 어려울 뿐만 아니라, 상기 무기 절연막인 SiO2는 유전율이 3.9이며, SiNx는 유전

율이 7정도로 높기 때문에 기생 캐패시턴스가 증가하는 문제점이 있다.

상기한 문제점을 해결하기 위하여 유기 보호막을 도입하였다.

도 2를 참조하면, 버퍼층(210)을 구비한 절연 기판(200) 상에 소오스/드레인 영역(221, 225)과 채널 영역(223)을 구

비한 활성층(220), 게이트 절연막(230), 게이트 전극(240), 층간 절연막(250), 소오스/드레인 전극(261, 265)을 순차

적으로 형성한다.

도면의 참조 부호 251, 255는 콘택 홀이며, 267은 금속 배선이다.

그런 다음, 소오스/드레인 전극(261, 265)을 포함하는 절연 기판 전면(200)에 아크릴 등의 유기 물질을 CVD를 이용

하여 7500~30000Å의 두께로 증착하여 유기 보호막(270)을 형성한다.

상기 유기 보호막(270)을 형성한 후, 유기 보호막(270)에 드레인 전극(265)의 일부를 노출시키는 비아 홀(275)을 형

성하고, 상기 비아 홀(275)을 통하여 드레인 전극(265)과 전기적으로 연결되는 애노드 전극(280)을 형성한다.

이후에는, 도면상에는 도시하지 않았으나, 애노드 전극(280) 상에 유기 발광층을 형성하고 기판 전면에 캐소드 전극

을 형성한다.

그러나, 상기 보호막으로 유기 보호막(270)을 사용하는 경우에는 유기 보호막(270)에 사용되는 유기 물질이 하부 구

조에 비등각(nonconformal)하게 형성되므로 평탄화를 위하여 두껍게 증착하는 것이 가능하다. 그러나, 무기 보호막

과는 달리 고온 열처리가 불가능한 문제점이 있다. 이는 유기 보호막(270)이 열에 약하며, 고온에서 아웃 개싱(outga

sing)의 문제가 발생하기 때문이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명은 이중 구조의 보호막을 형성하여 하

부 구조 TFT의 특성 개선을 위한 고온 열처리가 가능한 유기 전계 발광 표시 장치를 제공하는 데에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 TFT가 형성된 절연 기판과; 상기 절연 기판 상에 형성된 보호막과; 상기 TF

T와 콘택된 애노드 전극을 포함하며, 상기 보호막은 제 1 보호막과 제 2 보호막으로 이루어지는 이중막 구조를 갖는 

유기 전계 발광 표시 장치를 제공하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 실시예에 있어서, 상기 보호막은 무기 보호막과 유기 보호막으로 이루어지는 이중막 구조의 보호막으로, 

상기 제 1 보호막은 무기 보호막이며, 상기 제 2 보호막은 유기 보호막인 것이 바람직하다.

또한, 상기 보호막은 두께가 1.5㎛ 이상인 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 상기 보호막의 두께는 1.5㎛ 내지 1.8

㎛이다.

상기 제 1 보호막은 SiNx 또는 SiO2로 이루어진 무기 보호막이며, 3000Å 이하의 두께를 갖는 것이 바람직하다.

상기 제 2 보호막은 아크릴, PI, PA 또는 BCB로 이루어지는 유기 보호막인 것이 바람직하다.

이하 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 실시예를 설명한다.

도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이중 구조의 보호막을 사용하는 유기 전계 발광 표시 장치를 설명하는 단

면도이다.
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도 3을 참조하면, 절연 기판(300)으로 사용되는 유리 기판 상에 상기 유리 기판으로부터 금속 이온 등의 불순물이 확

산되어 활성층(다결정 실리콘)에 침투하는 것을 막기 위한 버퍼층(310, buffer layer; diffusion barrier)을 PECVD, 

LPCVD, 스퍼터링(sputtering) 등의 방법을 통해 증착한다.

그런 다음, 상기 버퍼층(310) 상에 PECVD, LPCVD, 스퍼터링 등의 방법을 이용하여 비정질 실리콘막(amorphous S

i)을 증착한다. 그리고, 진공 로(furnace)에서 탈수소 공정을 실시한다. 상기 비정질 실리콘막을 LPCVD나 스퍼터링

으로 증착한 경우 탈수소하지 않을 수도 있다.

상기 비정질 실리콘막에 고에너지를 조사하는 비정질 실리콘의 결정화 공정을 통해 비정질 실리콘을 결정화하여 다

결정 실리콘막(poly-Si)을 형성한다. 바람직하게는 상기 결정화 공정으로 ELA, MIC, MILC, SLS, SPC 등의 결정화 

공정이 사용된다.

상기 다결정 실리콘막을 형성한 후, 상기 다결정 실리콘막 상에 활성층을 형성하기 위한 포토레지스트를 형성하고, 

상기 포토레지스트를 마스크로 하여 상기 다결정 실리콘막을 패터닝하여 활성층(320, active layer)을 형성한다.

상기 활성층(320) 상에 게이트 절연막(330)을 증착하고, 상기 게이트 절연막(330) 상에 게이트 메탈을 증착한 후, 상

기 게이트 메탈을 패터닝하여 게이트 전극(340)을 형성한다.

상기 게이트 전극(340)을 형성한 후, 게이트 전극(340)을 마스크로 이용하여 상기 활성층(320)에 소정의 도전형을 

갖는 불순물을 도핑하여 소오스/드레인 영역(321, 325)을 형성한다. 상기 활성층 중 소오스/드레인 영역(321, 325) 

사이의 영역은 TFT의 채널 영역(323)으로 작용한다.

상기 활성층(320)에 불순물을 도핑하여 소오스/드레인 영역(321, 325)을 형성한 후, 상기 절연 기판(300) 전면에 걸

쳐 층간 절연막(350)을 형성하고, 패터닝 하여 소오스 영역(321)과 드레인 영역(325)의 일부를 노출시키는 콘택 홀(3

51, 355)을 형성한다.

그런 다음, 상기 절연 기판(300)의 전면에 소정의 도전막을 증착하고, 사진 식각하여 상기 소오스/드레인 영역(321, 

325)과 콘택 홀(351, 355)을 통하여 전기적으로 연결되는 소오스/드레인 전극(361, 365)과 금속 배선(367)을 형성

한다.

상기 소오스/드레인 전극(361, 365)을 형성한 후, 상기 절연 기판(300) 전체에 CVD 방법을 이용하여 무기 보호막(37

1)을 형성한다. 이 때, 상기 무기 보호막(371)은 하부 구조에 등각(conformal)하게 형성되며, 상기 금속 배선(367)과 

이후에 형성되는 유기 보호막과의 접합력을 강화시켜준다. 상기 무기 보호막(371)으로는 SiNx, SiO2 등과 같은 물질

을 증착하여 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 무기 보호막(371)은 3000Å 이하의 두께로 형성하는 것이 바람직

하다.

상기 무기 보호막(371)을 형성한 후, 열처리를 실시한다. 상기 열처리는 TFT 제조 공정에서 발생하는 손상을 큐어링

(curing)하여 TFT의 특성을 개선하기 위한 것이다.

상기 열처리 공정을 수행한 다음, 상기 무기 보호막(371) 상에 유기 보호막(373)을 증착하여, 무기 보호막(371)과 유

기 보호막(373)으로 이루어지는 이중막 구조의 보호막(370)을 형성한다.

이 때, 상기 유기 보호막(373)은 상기 무기 보호막(371)과는 달리 하부 구조에 비등각(nonconformal)하게 형성되며,

평탄화를 위하여 두껍게 증착하여도 유전율이 낮으므로 기생 캐패시턴스가 크게 증가하지 않는다. 상기 유기 보호막(

373)으 로는 아크릴(Acryl), PI(Polyimide), PA(Polyamide) 또는 BCB(Benzocyclobutene) 등과 같이 유동성이 있

어 TFT의 굴곡을 완화시켜 평탄화시킬 수 있는 물질을 사용하는 것이 바람직하며, 유기 보호막(373)으로 사용되는 

물질 중 아크릴은 다른 물질에 비하여 유전율이 낮으므로, 상대적으로 다른 유기 물질에 비하여 기생 캐패시턴스가 

작아 좀 더 두껍게 증착할 수 있다.

상기 무기 보호막(371)과 유기 보호막(373)으로 이루어지는 이중막 구조의 보호막(370)은 1.5㎛이상의 두께로 형성

하는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는, 상기 이중막 구조의 보호막(370)은 1.5㎛ 내지 1.8㎛의 두께로 형성한다.

상기 유기 보호막(373)을 형성한 후, 상기 무기 보호막(371)과 유기 보호막(373)으로 이루어지는 이중막 구조의 보

호막(370)에 드레인 전극(365)의 일부를 노출시키는 비아 홀(375)을 형성한다. 상기 절연 기판(300)의 전면에 걸쳐 

상기 보호막(370)의 상부에 ITO와 같은 전도성 물질을 증착한 후, 사진 식각하여 비아 홀(375)을 통해 드레인 전극(3

65)에 전기적으로 연결되는 애노드 전극(380)을 형성한다.



공개특허 10-2004-0106814

- 5 -

이후에는, 도면상에 도시하지 않았으나, 애노드 전극(380) 상에 유기 발광층을 형성하고, 기판 전면에 캐소드 전극을 

형성한다.

발명의 효과

상기한 바와 같이 본 발명에 따르면, 이중 구조의 보호막을 형성함으로써, 보다 평탄화된 유기 전계 발광 표시 장치를

제공할 수 있다.

또한, 유기 절연막을 형성하기 전, TFT 특성을 개선시켜주기 위한 열처리 공 정을 수행함으로써, 고온 열처리가 가능

하다.

또한, 금속 배선과 유기막 사이의 접착력이 우수한 유기 전계 발광 표시 장치를 제공할 수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청

구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 

수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
TFT가 형성된 절연 기판과;

상기 절연 기판 상에 형성된 보호막과;

상기 TFT와 콘택된 애노드 전극을 포함하며,

상기 보호막은 제 1 보호막과 제 2 보호막으로 이루어지는 이중막 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표

시 장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 보호막은 무기 보호막과 유기 보호막으로 이루어지는 이중막 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 

표시 장치.

청구항 3.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 보호막은 무기 보호막이며, 상기 제 2 보호막은 유기 보호막인 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장

치.

청구항 4.
제 1항에 있어서,

상기 보호막은 두께가 1.5㎛ 이상인 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 5.
제 4항에 있어서,

상기 보호막은 두께가 1.5㎛ 내지 1.8㎛인 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 6.
제 1항 또는 제 3항에 있어서,

상기 제 1 보호막은 SiNx 또는 SiO2로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.
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청구항 7.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 보호막은 3000Å 이하의 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

청구항 8.
제 1항 또는 제 3항에 있어서,

상기 제 2 보호막은 아크릴, PI, PA 또는 BCB로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치.

도면

도면1

도면2
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